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Symbol Min Max Min Max
A 1.350 1.750 0.053 0.069
Al 0.100 0.250 0.004 0.010
A2 1.350 1.550 0.053 0.061
b 0.330 0.510 0.013 0.020
€ 0.170 0.250 0.006 0.010
D 4.700 5.100 0.185 0.200
E 3.800 4.000 0.150 0.157
E1 5.800 6.200 0.228 0.244
e 1.270(BSC) 0.050(BSC)
L 0.400 1.270 0.016 0.050
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	2电路参考设计图
	默认串口烧录原理：上电8ms内，串口握手成功停留在boot进行烧录。
	预留烧录点：VCC 、GND 、 RX(PB3)  、 TX(PB5)
	友情 提示 ：boot烧录串口不影响应用程序串口复用到其他IO上
	3订货型号
	4封装

